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De récentes études ont démontré des rendements proches de 26% pour des cellules solaires 

en silicium monocristallin (c-Si) grâce à la passivation des contacts par un empilement de poly-

silicium (poly-Si) dopé sur oxyde mince [1]. Une voie d’élaboration possible du poly-Si consiste 

à déposer une couche de silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) par PECVD (Plasma Enhanced 

Chemical Vapor Deposition). Cependant, un phénomène de cloquage de la couche a-Si:H, 

provoqué par l’effusion d’hydrogène de la couche, a été mis en évidence [2]. Cela conduit à 

de fortes dégradations du poly-Si obtenu après recuit. L’objectif de l’étude est d’élaborer par 

la voie PECVD des couches poly-Si intègres et développant de bons effets de passivation 

électrique des surfaces. 

Pour ce faire, la croissance d’un oxyde de silicium de 1,2 nm d’épaisseur est réalisée par 

rinçage ozoné sur substrat c-Si poli miroir de type n. Une couche de a-Si:H dopée bore est 

ensuite déposée par PECVD puis recuite entre 700 et 900°C sous argon afin d’obtenir une 

couche de poly-Si dopée bore (poly-Si(B)). Avec les conditions initiales de dépôt, le cloquage 

de la couche a-Si:H apparaît, conduisant à la dégradation du poly-Si(B) (Figure 1a). 

L’optimisation des conditions de dépôt a permis de réduire l’effusion d’hydrogène de la couche 

a-Si:H et d’obtenir une couche de poly-Si intègre (Figure 1b). Cela a aussi permis d’améliorer 

les propriétés électriques de la couche poly-Si(B) (Figure 2). Une première évaluation des 

propriétés de passivation a conduit à un iVoc de 660 mV (sans post-traitement 

d’hydrogénation), ce qui est au niveau de l’état de l’art actuel [3]. 

 
 

Figure 1 : Images au microscope optique d’une couche poly-
Si(B) d’épaisseur 15 nm après recuit : dans les conditions 
initiales de dépôt (a) et après optimisation du dépôt PECVD (b). 

Figure 2 : Propriétés électriques de la couche poly-Si(B) 
dans les conditions initiales de dépôt, et après optimisation 
de la température (T) et du ratio de gaz (R = H2/SiH4). 
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